
Product Change Notification
Change Title DDR4 product change notice from 2400 Samsung 512x8 E die IC to 2666 Samsung

512x8 F die IC
Date 2020/02/27 PCN No 20022701

PCN level: Major

Models : Innodisk DDR4 Samsung 512x8 E die IC DRAM Module products

Category: Hardware  IC

Key Characteristics of the Change: 
Due to supply condition, Innodisk hereby to announce the product change plan for all of DDR4 2400 Samsung 512x8 E die IC assembled modules

Description: 
Innodisk is going to process DDR4 2400 Samsung 512x8 E die IC product termination and running change to DDR4 2666 Samsung 512x8 F die IC product
series.
Include below products: DDR4 2400/2133 512x8 4GB/8GB DRAM Modules

Key Milestone Dates
Last Purchase Date: 2020/05/31
Last Shipment Date: 2020/08/31
*Milestone dates are subject to change based on business and operational conditions.

Affected Model Table

Current Part Number New Part Number

M4DS4GSSPC0JE M4DI4GSSPCSJF

M4DS4GSSIC0JE M4DI4GSSICSJF

M4DS4GSSP50JE M4DI4GSSICSJF

M4CS4GSSLC0JE M4CI4GSSLCSJF

M4CS4GSSSC0JE M4CI4GSSSCSJF

M4CS4GSSL50JE M4CI4GSSSCSJF

M4MS4GSSXC0JE M4MI4GSSXCSJF

M4MS4GSS5C0JE M4MI4GSS5CSJF

M4RS4GSSAC0JE M4RI4GSSACSJF

M4RS4GSSCC0JE M4RI4GSSCCSJF

M4RS4GSSC50JE M4RI4GSSC5SJF

M4RS4GSSA50JE M4RI4GSSA5SJF

M4SS4GSSNC0JE M4SI4GSSNCSJF

M4SS4GSS3C0JE M4SI4GSS3CSJF

M4SS4GSSN50JE M4SI4GSSN5SJF

M4US4GSSJC0JE M4UI4GSSJCSJF

M4US4GSSVC0JE M4UI4GSSVCSJF

M4US4GSSJ50JE M4UI4GSSJ5SJF

M4DS8GSSQC0JE M4DI8GSSQCSJF

M4DS8GSSQ50JE M4DI8GSSQ5SJF

M4CS8GSSMC0JE M4CI8GSSMCSJF

M4CS8GSSTC0JE M4CI8GSSTCSJF

M4CS8GSSM50JE M4CI8GSSM5SJF

M4MS8GSSYC0JE M4MI8GSSYCSJF

M4RS8GSSBC0JE M4RI8GSSBCSJF

M4RS8GSSDC0JE M4RI8GSSDCSJF

M4RS8GSSD50JE M4RI8GSSD5SJF

M4RS8GSSB50JE M4RI8GSSB5SJF

M4SS8GSSOC0JE M4SI8GSSOCSJF

M4SS8GSSO50JE M4SI8GSSO5SJF

M4US8GSSKC0JE M4UI8GSSKCSJF

M4US8GSSWC0JE M4UI8GSSWCSJF

M4US8GSSW50JE M4UI8GSSW5SJF

M4US8GSSK50JE M4UI8GSSK5SJF

M4XS8GSSQC0JE M4XI8GSSQCSJF

M4SS4GSSNCRGE M4SI4GSSNCRGF

M4US4GSSJCRGE M4UI4GSSJCRGF

M4DS4GSSPCRGE M4DI4GSSPCRGF

M4CS4GSSLCRGE M4CI4GSSLCRGF

M4RS4GSSACRGE M4RI4GSSACRGF

M4SS4GSSN5RGE M4SI4GSSN5RGF

M4US4GSSJ5RGE M4UI4GSSJ5RGF

M4DS4GSSP5RGE M4DI4GSSP5RGF

M4CS4GSSL5RGE M4CI4GSSL5RGF

M4RS4GSSA5RGE M4RI4GSSA5RGF

M4RS4GSSC5RGE M4RI4GSSC5RGF

M4US4GSSVCRGE M4UI4GSSVCRGF

M4CS4GSSSCRGE M4CI4GSSSCRGF

M4SS4GSS3CRGE M4SI4GSS3CRGF

M4DS4GSSICRGE M4DI4GSSICRGF

M4RS4GSSCCRGE M4RI4GSSCCRGF

M4SS8GSSOCRGE M4SI8GSSOCRGF

M4US8GSSKCRGE M4UI8GSSKCRGF

M4DS8GSSQCRGE M4DI8GSSQCRGF

M4CS8GSSMCRGE M4CI8GSSMCRGF

M4RS8GSSDCRGE M4RI8GSSBCRGF

M4SS8GSSO5RGE M4SI8GSSO5RGF

M4US8GSSK5RGE M4UI8GSSK5RGF

M4DS8GSSQ5RGE M4DI8GSSQ5RGF

M4CS8GSSM5RGE M4CI8GSSM5RGF

M4RS8GSSB5RGE M4RI8GSSB5RGF

M4RS8GSSD5RGE M4RI8GSSD5RGF

M4US8GSSWCRGE M4UI8GSSWCRGF

M4CS8GSSTCRGE M4CI8GSSTCRGF

M4RS8GSSDCRGE M4RI8GSSDCRGF

Innodisk will reserve the right to process DDR4 product change all M4xSxGSSxxxxE to M4xIxGSSxxxxF and  if the PN is not list on above table

Notes:
(1) For the replacement samples, DDR4 2666 Samsung 512x8 F die IC assembled solutions, are currently available. 
(2) No response from customers will be deemed as acceptance of the change and the change will be implemented pursuant to the key milestones. Innodisk
apologizes for any inconvenience caused by this and appreciate your understanding.
(3) Innodisk promises that new items deliver quality and reliability are JEDEC compliant. If there is any further inquiry of our products or product specification,
please contact your Innodisk contact sales person for support

DRAM BU Vice President
Embedded DRAM Business Div.

Samson Chang

Headquarter(Taiwan) : http://www.innodisk.com E‐MAIL: sales@innodisk.com
TEL: +886‐2‐7703‐3000  ADD: 5F., No. 237, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan
USA Office: usasales@innodisk.com / Europe: eusales@innodisk.com / Japan: jpsales@innodisk.com / China: sales_cn@innodisk.com
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